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【手続補正書】
【提出日】平成25年1月15日(2013.1.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ゲート電極、ゲート絶縁層、活性層及びソース・ドレイン電極を有する薄膜トランジス
タであって、前記薄膜トランジスタはボトムゲート型トランジスタであり、該ゲート電極
は該活性層のチャンネル領域と重なり、該ゲート絶縁層は該ゲート電極と該活性層間に設
けられ、該ソース・ドレイン電極は該活性層のソース・ドレイン領域と重なるとともに該
活性層の上方に位置され、該活性層と前記ソース・ドレイン電極間に電子がトンネルして
通過するのを許容する薄いＳｉＯｘＮｙ層が設けられ、前記ＳｉＯｘＮｙ層の厚みは約８
～１５ｎｍであることを特徴とする薄膜トランジスタ。
【請求項２】
　ゲート電極、ゲート絶縁層、活性層及びソース・ドレイン電極を有する薄膜トランジス
タであって、前記薄膜トランジスタはトップゲート型トランジスタであり、該ゲート電極
は該活性層のチャンネル領域と重なり、該ゲート絶縁層は該ゲート電極と該活性層間に設
けられ、該ソース・ドレイン電極は該活性層のソース・ドレイン領域と重なるとともに該
活性層の下方に位置され、該活性層と前記ソース・ドレイン電極間に電子がトンネルして
通過するのを許容する薄いＳｉＯｘＮｙ層が設けられ、前記ＳｉＯｘＮｙ層の厚みは約８
～１５ｎｍであることを特徴とする薄膜トランジスタ。
【請求項３】
　前記ソース・ドレイン電極の材料はアルミニウム合金であることを特徴とする請求項１
又は２に記載の薄膜トランジスタ。
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【請求項４】
　前記アルミニウム合金は、ＡｌＮｄ、ＡｌＴａ、ＡｌＮｉ、ＡｌＺｒ、ＡｌＣｕ及びＡ
ｌＮｄＮｉであることを特徴とする請求項３に記載の薄膜トランジスタ。
【請求項５】
　前記活性層は半導体層とオーム接触層の積層であり、該オーム接触層と前記ソース・ド
レイン電極間に電子がトンネルして通過するのを許容する薄いＳｉＯｘＮｙ層が設けられ
ることを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載の薄膜トランジスタ。
【請求項６】
　前記オーム接触層はドーピング半導体層又はシリコンマイクロ結晶層であることを特徴
とする請求項５に記載の薄膜トランジスタ。
【請求項７】
　薄膜トランジスタのゲート電極、ゲート絶縁層、活性層及びソース・ドレイン電極を形
成する工程を備える薄膜トランジスタ製造方法であって、前記薄膜トランジスタはボトム
ゲート型トランジスタであり、該ゲート電極は該活性層のチャンネル領域と重なり、該ゲ
ート絶縁層は該ゲート電極と該活性層間に設けられ、該ソース・ドレイン電極は該活性層
のソース・ドレイン領域と重なるとともに該活性層の上方に位置され、該活性層と前記ソ
ース・ドレイン電極間に電子がトンネルして通過するのを許容する薄いＳｉＯｘＮｙ層が
設けられ、前記ＳｉＯｘＮｙ層の厚みは約８～１５ｎｍであることを特徴とする薄膜トラ
ンジスタの製造方法。
【請求項８】
　薄膜トランジスタのゲート電極、ゲート絶縁層、活性層及びソース・ドレイン電極を形
成する工程を備える薄膜トランジスタ製造方法であって、前記薄膜トランジスタはトップ
ゲート型トランジスタであり、該ゲート電極は該活性層のチャンネル領域と重なり、該ゲ
ート絶縁層は該ゲート電極と該活性層間に設けられ、該ソース・ドレイン電極は該活性層
のソース・ドレイン領域と重なるとともに該活性層の下方に位置され、該活性層と前記ソ
ース・ドレイン電極間に電子がトンネルして通過するのを許容する薄いＳｉＯｘＮｙ層が
設けられ、前記ＳｉＯｘＮｙ層の厚みは約８～１５ｎｍであることを特徴とする薄膜トラ
ンジスタの製造方法。
【請求項９】
　前記ソース・ドレイン電極の材料はアルミニウム合金であることを特徴とする請求項７
又は８に記載の薄膜トランジスタの製造方法。
【請求項１０】
　前記アルミニウム合金は、ＡｌＮｄ、ＡｌＴａ、ＡｌＮｉ、ＡｌＺｒ、ＡｌＣｕ及びＡ
ｌＮｄＮｉであることを特徴とする請求項９に記載の薄膜トランジスタ。
【請求項１１】
　前記活性層は半導体層とオーム接触層の積層であり、該オーム接触層と前記ソース・ド
レイン電極間に電子がトンネルして通過するのを許容する薄いＳｉＯｘＮｙ層が設けられ
ることを特徴とする請求項７～１０のいずれか１項に記載の薄膜トランジスタの製造方法
。
【請求項１２】
　前記オーム接触層はドーピング半導体層又はシリコンマイクロ結晶層であることを特徴
とする請求項１１に記載の薄膜トランジスタの製造方法。
【請求項１３】
　ゲート電極、ゲート絶縁層、活性層及びソース・ドレイン電極を有した、画素ユニット
のスイッチ素子としての薄膜トランジスタを備える薄膜トランジスタ液晶表示装置であっ
て、前記薄膜トランジスタはボトムゲート型トランジスタであり、該ゲート電極は該活性
層のチャンネル領域と重なり、該ゲート絶縁層は該ゲート電極と該活性層間に設けられ、
該ソース・ドレイン電極は該活性層のソース・ドレイン領域と重なるとともに該活性層の
上方に位置され、該活性層と前記ソース・ドレイン電極間に電子がトンネルして通過する
のを許容する薄いＳｉＯｘＮｙ層が設けられ、前記ＳｉＯｘＮｙ層の厚みは約８～１５ｎ
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ｍであることを特徴とする薄膜トランジスタ液晶表示装置。
【請求項１４】
　ゲート電極、ゲート絶縁層、活性層及びソース・ドレイン電極を有した、画素ユニット
のスイッチ素子としての薄膜トランジスタを備える薄膜トランジスタ液晶表示装置であっ
て、前記薄膜トランジスタはトップゲート型トランジスタであり、該ゲート電極は該活性
層のチャンネル領域と重なり、該ゲート絶縁層は該ゲート電極と該活性層間に設けられ、
該ソース・ドレイン電極は該活性層のソース・ドレイン領域と重なるとともに該活性層の
下方に位置され、該活性層と前記ソース・ドレイン電極間に電子がトンネルして通過する
のを許容する薄いＳｉＯｘＮｙ層が設けられ、前記ＳｉＯｘＮｙ層の厚みは約８～１５ｎ
ｍであることを特徴とする薄膜トランジスタ液晶表示装置。
【請求項１５】
　前記ソース・ドレイン電極のうちの一つと接続する画素電極をさらに備える請求項１３
又は１４に記載の薄膜トランジスタ液晶表示装置。
【請求項１６】
　前記画素電極はビアホールを通して前記ソース・ドレイン電極のうちの一つと電気的接
続されることを特徴とする請求項１５に記載の薄膜トランジスタ液晶表示装置。
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